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[[[[はじめにはじめにはじめにはじめに]]]] 近年，Si1-xGex と共晶反応する金属群(Ag[1], Al[2,3], Au[4])を用いた層交換成長が国内

外で活発化してきている．Al や Au を層交換成長の触媒金属に用いれば，結晶方位の整列した

Ge 多結晶薄膜をガラス上に 200℃成長することも可能となってきている[5,6]．もし，共晶系の中

で最も共晶温度の低い Sn(Ge-Sn 系: 231.1oC)を適用できれば，更なる結晶化温度の低温化に帰結す

るはずである．また，Sn は他の金属群とは異なり，Si や Ge と共晶化することで，バンド構造の

直接遷移化，バンドギャップと格子定数の独立制御なども可能となるためその期待度も大きい．

しかし，ネックとなっているのが，低い融点(231.9℃)故のナノドット化である[7]．室温成膜でも

平坦な Sn 薄膜を得るのは難しい．そこで，本研究では，Sn に高融点材料の一つである Si を添加

し，Sn ドット化抑制の可能性を探るとともに，層交換成長法への応用を試みたので報告する． 

[[[[実験方法実験方法実験方法実験方法]]]]    本結晶成長法のプロセスフローを Fig. 1 に示す．RF スパッタリング法により Si 添加

量の異なる Sn1-xSix薄膜(膜厚: 50 nm、Si 添加量(x): 0-0.2)をガラス基板(コーニング社，Eagle XG 

Slim)上に室温堆積し，SEM 観察を行った．一方，層交換成長用の試料は，Sn1-xSix 薄膜の成膜に

続けて，SiO2(膜厚: 1 nm)，非晶質 Ge(膜厚: 50 nm)を大気解放せずに室温堆積している． 

[[[[実験結果実験結果実験結果実験結果]]]] ガラス基板上に成膜した Sn1-xSix層のSEM像を Fig. 2に示す．Si=20%導入をすれば，

若干ではあるが，Sn アイランド化の抑制に寄与できることが分かった．この Sn0.8Si0.2 層を層交換

成長の触媒金属に用い，窒素雰囲気中にて 150℃, 10 h の熱処理を施した．結晶化の可否を顕微ラ

マン分光法(励起波長: 532 nm)により観測した結果を Fig. 3 に示す．励起光は試料裏面(ガラス面)

から入射しているため，Sn0.8Si0.2 層の変化を見ていることになる．熱処理後に，Ge-Ge, Si-Ge, Si-Si

結合に起因する３つのピークが出

現 し て い た ． 即 ち ， 多 結 晶

GeSi(Sn)/ガラスの 150℃形成を実

現した．これは，150℃と非常に極

低温においても，上層(a-Ge)に存

在する Ge 原子が，拡散バリア

(SiO2)を介して下層(SnSi)へ到達

したこと，その後周囲の Si と結合

し，多結晶化した結果であると推

察される．本手法が層交換成長温

度の更なる低温化に帰結すること

を示した非常に重要な成果である．  
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